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Vuscita realizz a seguente funzione logica
O~(AB)C+:

2) Dimensionare F'invertitore /v in mado che a seguito di un
fronte sul nodo X i ritardi i propagazione sull uscita siano
ineiri o pr 50 clole s cpuih s

3 Considerando  capcth sl nodo X i 21F, dimensonre
1a logica dinamica in modo da attenere tempi di precarica
e di valutazione i caso peggiore pari a SOpsct

4) Se il cireuito viene futto commutare 2 600MIHz, calcolare
a potenza dinanica dissipata da gate domino
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fattore di forma dei pMOS del NOR - 2)

PARAMETRI TECNOLOGICI (V44 =3.3 V)

n_channel p_channel
Vi 07V 0.7
b 100 5V 505V "
C. 345 fF/ um 3.45 JF/ ym
L 0.35 jm 0.35 jm
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